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【はじめに】  
我々は、高空間分解能で磁気光学(MO)効果の計測が可能なアパーチャーレス走査型近接場磁気

光学顕微鏡(a-MOSNOM)の開発を行っている。これまでに、a-SNOM における散乱光の偏光状態

が保存されることを、実験および有限差分時間領域(FDTD)法を用いたシミュレーションにより明
らかにしてきた[1-4]。しかし、近接場領域で試料と直接に作用する近接場光の偏光状態を把握す
る必要がある。また、磁性材料の左右円偏光に対する応答の違いに起因する MO 効果を測定する
ためには、近接場領域において左右円偏光の生成が必要不可欠である。そこで、今回は異なる方

位角の直線偏光の光を入射した場合の近接場領域における電場の偏光状態を有限要素法で求めた

結果について報告する。 
【実験】  
	
 シミュレーションは Comsol Multiphysicsを用いて行った。Fig.1(a)にシミュレーションに用いた
モデルを示す。プローブは、立体角が 20 度、先端の曲率半径が 7 nm の円錐状のシリコン

( n=5.55+i0.33 @ 405 nm)とし、試料は、Cr( n=1.83+i3.52 
@ 405 nm)とした。プローブの軸は試料と垂直とし、プ
ローブと試料の間の距離を 1.2 nmとした。波長 405 nm
の平面波の入射角を45度とし、方位角αを0°から90°
まで 10°毎に変化させ、プローブ-試料間の中心の電場
の振幅と位相を求めた。 
【結果と考察】  
	
 Fig.2に、αに対する電場振幅の x、y、z成分を示す。
Exと Ezの振幅はαの増大とともに増大するが、Eyの振

幅はα=50°付近で極小値をとることがわかる。また、
Ezは、Exと Eyよりも二桁程度大きいため、合成された

電界ベクトルは試料の表面とほぼ垂直になることがわ

かる。ただし、α=0°付近では、Eyが Exと Ezより大き

くなった。以上の結果から、直線偏光の光を入射させ

た場合には、方位角を変化させても近接場領域で試料

表面に平行な円偏光を生成することは困難であること

がわかった。 
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Fig.1 (a) A schematic of model used in our 
simulation. (b) Polarization state of incident light.  

 

 
Fig. 2 Amplitude of near-field light vs. α. 
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